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昨今, SiC, GaN パワーデバイスが商品化されるに至り，従来の Si パワーデバイスの SiC および GaN
パワーデバイスへの置き換えの試みが始まっている．本研究室では，21 世紀 COE, GCOE，科研費，















ゲートーソース間の接合容量 Cgs の蓄積電荷を高速で出し入れしなければならない．Si パワーデバイ
スは Si MOS のプッシュプル回路で駆動される．信号レベルであれば Si 素子も高速に駆動できるが，




数百 W 以上の出力の dc/dc コンバータの駆動を達成した［2］．図 1は開発した MOSFETのゲートド
ライブ回路である．ドライブ回路は，絶縁部，信号伝送部，駆動部の三段構成で，駆動部には GaN 
FETを適用し，駆動信号の信号からパワーへの変換を図っている．図 2は，3 MHz で発熱により駆動
不可能となった Si ベースの汎用ドライブ素子を凌ぐ周波数と効率で，SiC MOSFETの駆動が実現でき
ていることを示している．




［1］ T.Funaki, et al., IEEE trans. on Power Electronics, Vol. 22, No. 4, 1321-1329 （2007）.
［2］ K.Nagaoka, et al., IEICE Electronics Express Vol. 12, No. 11, 20150285 （2015）.













 Ak xk = bk （1）









 e1 = x1 ‒ x1n （2）






通常の反復解法（km = 0）の 250 反復目以降の相対残差ノルムの収束に悪影響を及ぼしている。このテ
ストモデルについては収束の妨げとなるベクトル成分を理論的に特定することも可能であるが、提案手
法（km = 1, 2, 4）を導入することで解析対象に関する知見に頼ることなく収束性の問題を解消できてい
る。計算コストの増大につながるベクトル成分が未知である多くの実用問題について、本手法は計算高
速化の観点で有力であるのみでなく、新たな理論的知見を得るための支援となる可能性も期待される。
［1］ 河口、美舩、岩下、松尾、平成 28 年電気学会全国大会、5-062、2016













ルニア大学サンタバーバラ校の John Martinis 教授の研究室を丸ごと買収し、量子計算機の独自開発を
















メサ構造は、Bi2201, Bi2212, Bi2223 と呼ばれる 3種類の超
伝導体の単結晶に作製しました。これらの超伝導体では、





















































参考文献：Takayuki Tahara et al., “Room-temperature operation of spin MOSFET with high on/off 
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低損失高耐圧パワーデバイスを実現した SiC（Eg = 3.2 eV），ノーベル物理学賞の受賞対象となった
高輝度青色 LEDの基盤材料であるGaN（Eg = 3.4 eV），これらはともにワイドギャップ半導体と呼ば
れる材料群に属している．近年，SiC や GaNに続く次世代の光・電子デバイス基盤材料として，さらに
バンドギャップの大きいダイヤモンド（Eg = 5.5 eV）やAlN（Eg = 6.0 eV）といった材料（ここでは
超ワイドギャップ半導体と呼ぶ）に注目が集まっている．例えば発光素子に着目すると，超ワイドギャッ
プ半導体を用いることで，浄水・殺菌に有効な深紫外 LEDの作製が可能となる．しかしながら，深紫
外 LEDの発光効率は青色 LEDと比べて低いのが現状であり（1/10 程度），高効率深紫外 LEDの実現
に向けて，超ワイドギャップ半導体における基礎光物性の解明が望まれている．当研究室では，超ワイ
ドギャップ半導体の 1つであるAlNの気相成長に取り組んでおり，近年，高品質AlNホモエピタキシャ
ル薄膜の作製に成功した［ref. APEX 5, 082001（2012）］．そして，この試料の発光スペクトルを精査 









































































筆者（藤田）の博士学位論文は、バンドギャップ 5.1 eV を持つ絶縁膜としてシリコンプロセスに用
いられるシリコン窒化膜（SiN）の物性に関するものであった。一方で今は、バンドギャップ 5.3 eV を
持つ酸化ガリウム（Ga2O3）半導体の研究を行っている。ドナーのドーピングにより、n型のキャリア
密度 1017 ～ 1019 cm-3、ドナー活性化エネルギー 37 meVという値が得られ、室温でほぼ出払い領域にあ










に至っている材料が、「ワイドバンドギャップ（wide band gap; WBG）半導体」と呼ばれる SiCと GaN
である。これらはバンドギャップ 3.4 eV という値を持つ。一方で、パワーデバイスの一層の高耐圧化、
より短波長での発光を求めて、さらにバンドギャップの大きい半導体材料を開発する流れが加速してい


















1）M. Oda 他 , Appl. Phys. Express 9, 021101（2016）.
2）T . Oshima 他 , Jpn. J. Appl. Phys. 48, 011605（2009）.














































されている形態素解析器 JUMANやMeCab では、「外国人参政権」という文字列を「外国 /人参 /政権」
のように誤って分割してしまいます（図 1）。









ると、<国 >-< 野菜 >-< 政治 >のような特異的な並びになっているため、Web テキストコーパスを解
析して得られる妥当な大多数の解析により、意味的に不自然な解析誤りの悪影響を打ち消すことができ
ます。





Hajime Morita, Daisuke Kawahara and Sadao Kurohashi: Morphological Analysis for Unsegmented 
Languages using Recurrent Neural Network Language 
















































































（参考文献）［1］ S. Yamashita, K. Yamamoto, T. Nishio, and M. Morikura, "Knowledge-based update of 
primary exclusive region for database-driven spectrum sharing towards 5G," Proc. IEEE WCNC-






















































































































































































MgB2 は金属系超伝導体の中で最も高い臨界温度（Tc）を有し、約 40 K で超伝導性を示します。こ

































































1× 1019 m-3 の密度での加熱実験を行ないました。NBI（約 400 kW）、ICRF（約 300 kW）、ECH（約 330 
kW）という条件です。荷電交換中性粒子分析器（CX-NPA）を入射エネルギー 25 keV の NBI 入射方
向に計測視線を向け、少数イオンである水素を観測しました。ここで少数イオンである水素比は ICRF




射エネルギーをE0 として E0/2、E0/3 にピークがあるのが分かります。4 keV から 10 keV の範囲では
ICRFパルス中に粒子束は減少していますが、それ以上のエネルギーでは粒子数が増加していることも

































































図１　NBI ＋ ECHプラズマをターゲットにした場合の ICRF による


































RASS は 1960 年代に発案されたが、当初は数GHz 帯レーダー（と数 kHz の音波）が用いられたため、
音波減衰が激しく観測高度は約 1 km以下であった。我々は、1980 年代にMUレーダー（46．5MHz）
に RASS を適用し、約 100Hz の低周波の音波を用いたところ、高度約 22kmまで気温を観測できた［2］。
この成果をもとにRASS の観測技術に関する研究が進み［1, 3］、400MHz 帯、1.3GHz 帯で運用される各種
のWPRに RASS が適用された。我々は、MUレーダー以外に、京大・生存研がインドネシアの西スマ
トラで運用している赤道大気レーダー、およびインド大気科学研究所の Gadanki MST レーダーを用い
たRASS 観測を行っている［4］。
VHF帯WPRの RASS では、気温を高度約 10－20 kmまで 150mの分解能で観測でき、ラジオゾン






［1］Masuda Y., Radio Sci., 23, 647-654, 1988.
［2］Matuura et al., Nature, 323, 426-428, 1986.
［3］Adachi T. et al., Radio Sci., 28, 571-583, 1993.




































［1］Ebihara, Y., and T. Tanaka, Substorm simulation: Insight into the mechanisms of initial 
brightening, J. Geophys. Res., 120, doi:10.1002/2015JA021516, 2015.
［2］Ebihara, Y., and T. Tanaka, Substorm simulation: Formation of westward traveling surge, 
J. Geophys. Res., 120, doi:10.1002/2015JA021697, 2015.
［3］Ebihara, Y., and T. Tanaka, Substorm simulation: Quiet and N-S arcs preceding auroral breakup, 






























［1］K. Kyoda, E. Adachi, E. Masuda, Y. Nagai, Y. Suzuki, T. Oguro, M. Urai, R. Arai, M. Furukawa, K. 
Shimada, J. Kuramochi, E. Nagai, and S. Onami, “WDDD: Worm Developmental Dynamics Database.,” 
Nucleic Acids Res., vol. 41, no. Database issue, pp. D732‒7, Jan. 2013.
［2］Y. Onoue, N. Kukimoto, N. Sakamoto, and K. Koyamada, “Minimizing the Number of Edges via 
Edge Concentration in Dense Layered Graphs,” IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., vol. 22, no. 6, pp. 
1652‒1661, 2016.







































S.Sako, K.Kondo, Y.Nakamura, Y.Matsuoka, T.Ohtsuka, "Facial Expression Recognition for Evaluating 
QoL of Dementia Patients", International Symposium on Socially and Technically Symbiotic Systems, 
pp.203-210, 2015
図１：認知症患者の観測とその結果の表示（左）と表情認識（右）
